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 چكیذه 
 

مشثٌی هقبیؼِ ؿذُ اػت .ًتبیح حبصل اص ؿجیِ ػبصی  ًبًَ لَلِ ّبی گبلین ًیتشیذ ؿجیِ ػبصی ؿذُ ٍ ثب ًبًَلَلِ ّبی

بػجبت ػبختبس ثبًذ اًشطی ٍ چگبلی ًـبى هی دّذ مِ ًبًَلَلِ ّبی گبلین ًیتشیذ ػوذتب ًیوِ ّبدی هی ثبؿذ.هح

(پبیِ DFTحبلت هَیذ ایي هطلت اػت.دس ایي هقبلِ اصیل هذل تحلیلی دقیق مِ ثش اػبع تئَسی تبثغ چگبلی)

خشیبى یل تشاًضیؼتَس اثش هیذاًی ًبًَلَلِ ای ثب گیت هؼطح مِ -سیضی ؿذُ،اػتفبدُ گشدیذُ اػت. هـخصِ ٍلتبط

هی ثبؿذ هَسد ثشسػی قشاس گشفتِ ٍ ًتبیح حبصل ثب ًبًَ لَلِ ()شیذ صیگضاه مبًبل آى اص ًبًَ لَلِ گبلین ًیت

مشثٌی هقبیؼِ ؿذُ اػت. ًتبیح ًـبى هیذدّذ ثب اثؼبد ٍ دس ؿشایط هـبثِ تشاًضیؼتَسّبی ًبًَلَلِ گبلین ًیتشیذ 

 ًؼجت ثِ ًبًَلَلِ ّبی مشثٌی خشیبًذّی موتشی داسًذ.
 

 

میذانی، نانولوله گالیم نیتریذ، نانولوله کربنی، بانذ انرشی، چگالی  ترانسیستورهای اثر کلمات کلیذی:

 حالت.
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